The indtant invention relates to a contacting nethod and structure for
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be carried out by ,eans of projections formed onto those pads. 5
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portions de m tallisatron sur ces films, ou poutres, 35 inférieure, égale ou supérieure & celle du plot.
étant ensuite appliquées contre les bossages du Selon un mode de réalisation de la présente
civcuit intégré qui est présenté dans une fenétre invention, fa sous-couche est une couche de sili-
iyverte dans le film de sorte que ces bossages se clum polycristallin dopé.
trouvent en face des extrémités des poutres. Selon un mode de réalisation de la présente

Un procédé classique de I'art antérieur pour 40  invention, la connexion avec la surface apparente
réaliser de tels bossages consiste & déposer uni- de la couche de silicium polycristallin est établie au
formément sur un circuit intégré dans lequel des moyen d'une goutte de colle conductrice.
ouvertures ont été ménagédes au dessus des plots Ainsi, un plot de contact de circuit intégré
d'aluminium, une pulvérisation du TiW puis d'or. selon la présente invention comprend une couche
Ensuite, une couche de résine est disposée unifor- 45  délimitée de silicium polycristallin au moins partiel-
mément sur la pastille et des fenires sont ouver- lement revétue d'une couche d'aluminium compre-
tes aux emplacements des plots. Une électrolyse nant des prolongemenis établissant des
d'or épais (de 0,02 & 0,03 mm) est réalisée. Puis Ia connexions avec le circuit intégré. .
résine est éliminée par attaque chimique et la Ces objets, caractéristiques et avantages ainsi
couche de TiW + Au est éfiminée par gravure 50 que d'autres de la présente invention seront expo-
ionique aux emplacements autres que ceux ol est sés plus en détail dans la description suivant de
formé le bossage. modes de réalisation particuliers faite en relation
Les opérations de dépdt et d'élimination de la avec les figures jointes parmi lesquelies :

couche de TiW + Au sont des étapes particuliére- la figure 1 représente une vue de dessus de
ment complexes qui nécessitent un appareillage 65 plots de contact classiques d'un circuit intégré ;
coQteux. Ainsi, de fagon générale, fes fabricants de les figures 2A et 2B représentent deux exem-
circuits intégrés & semiconducteurs qui ne sont pas ples de vues en coupe selon la ligne H-ll de la
amenés 3 utiliser trés souvent des liaisons par figure 1 ;



conpl ex technology with respect to the conventional technol ogies generally
used in the field: of the manufacturing of sem conductor integrated
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appelée dans la technique couche d'oxyde de seule une partie hachurée 27 de la couche de
champ. Ensuite, dans la plupart des réalisations de silicium polycristallin 20 étant apparente. Cette ré-
circuit intégré, une couche épaisse (plusieurs mi- gion interne d'aluminium 26 est destinde & aug-
crométres) d'un matériau isolant, par exemple de la 35  menter la surface de contact entre le silicium poly-
silice dopée au phosphore 12 est déposée sur cristallin et I'aluminium pour tenir compte du fait
I'ensemble du circuit intégré et des fenétres sont gue le silicium polycristallin dopé n'est pas un

'%/__;'ouvertes au dessus du plot de contact 1. C'est 2 aussi bon conducteur que I'aluminium. Aprés cela,
I'intérieur de ces fenétres que I'on cherche 3 éta- tout procédé de reprise de contact sur du silicium
blir des contacts vers I'extérieur du circuit intégré. 40  polycristallin dopé peut 8tre utilisé.

La figure 2B représente un autre exemple de La figure 4 représente un exemple de réalisa-
vue en coupe de la structure de la figure 1. La tion particulier dans un cas ol l'on veut réaliser
différence entre les figures 2B et 2A est qu'en des bossages et un montage du type TAB.
figure 2B une couche conductrice de silicium poly- La figure 4 représento une connexion parti-
cristallin existe sous les couches d'aluminium. Une 45  culidrement simple & un piot de contact selon Ia
telle configuration appara®t systématiquement pour présente invention. Sur la structure tefle que repré-
des raisons qui ne seront pas exposées ici dans sentée en figure 3A et désignée en figure 4 par les
certaines technologies de fabrication de circuit inté- mémes références, on dépose une goutte de colle
gré. Toutefois, dans I'art antérieur, méme dans le conductrice 30. Ceci permet, par exemple, d'établir
cas ol une telle couche de silicium polycristallin 14 s0  une liaison avec une poutre 31 en débordement
existe sous les zones de plots d'aluminium, les sur un film support 32 selon le procédé TAB. En
contacts sont quand méme établis par une métal- outre, la colle permet aussi d'assurer la fixation
lurgie de contact avec I'aluminium comme dans le avec la poutre. Un avantage supplémentaire de ce
cas ol une telle couche sousjacente n'existe pas. mode de montage est que, méme si les poutres 31

Les figures 3A et 3B représenteo un exemple de 55  ne sont pas dans le méme plan horizontal, un 1éger
structure de contact selon la présente invention. enfoncement dans la colle 30 est possible si l'on
Comme le représente la figure 3A, cette structure opére & une température et & un état-oll cette colle
de contact comprend systématiquement une cou- ost encore visqueuse.



35 inventi on. 4 In those various drawings, the |layer sizes and
t hi cknesses are not drawn to scal for the sake of sinplicity, as
conventional in the field of the representati on of sem conductor circuits.
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22 vois ohdwctawr, te ei ther directly a aluminum pad, characterized in that it com-
prises the following steps:
Revendications - providing beneath the aluminum pad 21,
: 26) a conductive underlayer constituted
1. Procédé de prise de contact sur un plot en 35 of a material (20) insuring a good elec-
aluminium de circuit intégré, caractérisé en ce trical contact with aluminum;
qu'il comprend les étapes suivantes : - locally removing the aluminum layer for
-’ - prévoir sous le plot d'aluminium (21, 26) uncovering a portion (27) of the under-
' une sous-couche conductrice en un ma- layer surface; and
tériau (20) assurant un bon contact élec- 40 - establishing a connection with the under-
trique avec 'aluminium. layer.
- éliminer localement la couche d'alumi-
nium pour laisser apparafitre une partie 2. A method according to claim 1, characterized
(27) de la surface de ia sous-couchs, et in that the underiayer is a doped polycrystal-
- établir une connexion avec la sous-cou- 45 line silicon underlayer.
che.
3. A method according to claim 2, characterized
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé i in that the connection with the apparent sur-
en ce que la sous-couche est une sous-couche face of the polycrystalline silicon layer is es-
de silicium polycristallin dopé. 50 tablished by means of a drop of conductive

adhesive (30).
3. Procédé selon la revendication 2 caractérisé

en ce que la connexion avec la surface appa- 4. A contact pad for integrated circuits, character-
rente de la couche de silicium po|ycr|sta|||n ost ized in that it comprises a delimited layer of a
établie au moyen d'une goutte de colle 55 material insuring a good electrical contact with
conductrice (30). aluminum (20) at least partially covered with an
aluminum layer (21, 268) comprising extensions

4. Plot de contact de circuit intégré, caractérisé (25) establishing connections with the integrat-



silicon substrate if one tries to establish a contact with the 10 | atter,
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pol ycrystalline silicon, this connection being then nuch 15 easier to carry
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aluminium de circuit intégré, caractérisé en ce trical contact with aluminum;
qu'il comprend les étapes suivantes : . ' - locally removing the aluminum layer for
- prévoir sous le plot d'aluminium (21, 26) uncovering a portion (27) of the under-
une sous-couche conductrice en un ma- fayer surface; and
tériau (20) assurant un bon contact élec- 40 - ostablishing a connection with the under-
triqgue avec f"aluminium. layer.
- éliminer localement la couche d'alumi-
nium pour laisser apparaiire une partie 2. A method according to claim 1, characterized -
(27) de la surface de ia sous-couche, et in that the underlayer is a doped polycrystal-
- établir une connexion avec la sous-cou- 45 line silicon underlayer.
che.
3. A method according to claim 2, characterized
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé in that the connection with the apparent sur-
en ce que la sous-couche est une sous-couche face of the polycrystalline silicon layer is es-
de silicium polycristallin dopé. 50 tablished by means of a drop of conductive
adhesive (30).
3. Procédé selon la revendication 2 caractérisé
en ce que la connexion avec la surface appa- 4, A contact pad for integrated circuits, character-
rente de la couche de silicium polycristallin est ized in that it comprises a delimited layer of a
établie au moyen d'une goulte de coile 55 material insuring a good electrical contact with
conductrice (30). aluminum (20) at least partially covered with an
aluminum layer (21, 28) comprising extensions
4, Plot de contact de circuit intégré, caractérisé {25) establishing connections with the integrat-
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al um nugadlimher safdahatearcie deged Pofycrstabor 1o on ( Befes Sliziinhist. under | ayer surface;

and - disé alidon.shi ng a connection wth the underlayer. 2. A nethod

according to claim1l1, c.i.t. the under| &yeKoridkt nachasimbopdeat Arspriicheydbialt, i ne

si | i BorA canthelr pad regordirg. to Amneftclaise atocor di ng desiucsh agekerpzeichngt, dad phenitceinetect i on

Wit h t Hie chasestarizast insthatfsgidepadfis tcpveradol ycr yst Afoplem @ings feitengen Leifpes (30); bedeckt

est abl ivdthedropypf areaductivsf adgestye §39)-of cor®luct i ¢ adhesive (30). 4. A contact

pad for I nt egr at ed CII‘CUItS c.i.t. it 15 conprises a dellmted Ia er of a
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porti o f aI um num | ayer forned on said materi al corrprl ses a w dened,
subspaBithrpleneent ral zone (26) extended towards a connection (25). 6. A
cont act pad according to claim4, c.i.t. said material is doped

pol YWW%Ffﬁern'z'ﬁﬁ‘H&htLlluﬁ@&ner%rbmdung zu 25 7. A contact pad acording to any of

cl ai M8 efheinO Aumiturhkohtakt S @inél ashriblencovered with a drop of a conductive

adhesi \g&ndjtatd) dadbrch felemiabicrmbt, @d@saecording to claim7, c.i.t. said drop of
adhesi \aigdnddh)scaditeaumsistabl i shes an el ectrical and mechani cal 30 connecti on

W th an exvVasehal eimbedditoided| Untapsetiiaiett or ( 31) .

unter dem Aluminiumkontakt (21, 26) aus 30
einem Material (20), das einen guten
elektrischen Kontakt mit dem Aluminium
sicherstelit,

- lokales Entfernen der Aluminiumschicht,
um einen Teil (27) der Oberfiiche der 35
Unterschicht erscheinen zu lassen, und

- Einrichten einer Verbindung mit der Un-

i terschicht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 40
zeichnet, daB die Unterschicht eine Unter-
schicht aus polykristailinem dotierten Silizium
ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 45
zeichnet, daf8 die Verbindung mit der offenen
Oberfldche der Unterschicht aus polykristalli-
nem Silizum mit Hilfe elnes Tropfens sines
leitenden Leimes (30) hergestelit wird.

50

4. Kontakt flir eine intergrierte Schaltung, dadurch .
gekennzeichnet, daB er eine begrenzte Schicht
eines Materials aufweist, das einen guten elek-
trischen Kontakt mit Aluminium sicherstellt und
das zumindest mit einer Aluminiumschicht (21, 55
28) bedeckt ist, wobei die Aluminiumschicht
Verldngerungen (25) aufweist, die Verbindun-
gen mit der integrierten Schaltung herstellen.



